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Abstract (Basic): DE 19702014 A 

The chip module (20) has at least one chip (22) attached to a chip 
carrier (21) provided by a foil and a plastics carrier layer (23), 
providing a conductor path structure (24) with conductor paths (28) 
connected to corresponding contact pads (32) of the chip on the front 
side and provided with external contact regions (26) on the rear side, 
for connection to a circuit board substrate (31). 

The external contact regions are provided by openings in the 



carrier layer of the chip carrier at the rear side of the conductor 
paths, aligned with terminal pads (30) for the chip provided by the 
circuit board substrate. 

USE - For chip-scale package. 

ADVANTAGE - Simple manufacture of chip module with reduced number 
of individual steps. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Chipmodul sowie Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls 

© Chipmodul (20) mit einem Chiptrager (21) und minde- 
stens einem Chip (22), wobei der Chiptrager als Folie aus- 
gebildet ist mit einer Tragerschicht (23) aus Kunststoff 
und einer Leiterbahnstruktur (24) mit Leiterbahnen (28), 
und der Chiptrager unter zwischenliegender Anordnung 
eines Fu I Istoff s (37) mit dem Chip verbunden ist, wobei 
die Leiterbahnen auf ihrer Vorderseite mit AnschlulSfla- 
chen (32) des Chips verbunden sind und auf ihrer Rucksei- 
te (27) AufSenkontaktbereiche (26) zur Ausbildung einer 
flachig verteilten Anschlufcflachenanordnung (34) zur 
Verbindung des Chipmoduls mit einem elektronischen 
Bauelement oder einem Substrat (31) aufweisen, und die 
Leiterbahnen (28) in einer Ebene auf der dem Chip (22) zu- 
gewandten Chipkontaktseite (35) der Tragerschicht (23) 
verlaufen, die AufSenkontaktbereiche (26) durch Ausneh- 
■ mungen in der Tragerschicht (23) gebildet sind, die sich 
gegen die Ruckseite (27) der Leiterbahnen (28) erstrecken, 
und die Tragerschicht (23) sich uber den Bereich der An- 
schlufcflachen (30) des Chips erstreckt. 
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Beschreibung 

Die vorlicgende Erfindung betrifft cin Chipmodul mit ci- 
nem Chiptrager und mindestens einem ('hip, wobei der 
Chiptrager als Folie ausgebildet ist mit einer Tragerschicht 5 
aus Kunststoff und cincr Leiterbahnstruktur mit Leiterbah- 
nen, und der Chiptrager unter zwischenliegender Anord- 
nung eines Fiillstoffs mit dem Chip verbunden ist, wobei die 
Leiterbahnen auf ihrer Vorderseite mit AnschluBflachen des 
Chips verbunden sind und auf ihrer Ruckseite AuBenkon- 10 
taktbereiche zur Ausbildung einer flachig verteilten An- 
schluBflachenanordnung zur Verbindung des Chipmoduls 
mil einem elektronischen Bauelement oder einem Substrat 
aufweisen. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung eines deranigen Chipmoduls. 15 

Chipmodule der vorgenannten Art dienen beispielsweise 
dazu, um ausgehend von der sehr dichten, pcriphercn An- 
schluBflachenanordnung eines Chips iiber den mit einer Lei- 
terbahnstruktur versehenen Chiptrager eine flachig verteilte, 
weniger dichte AnschluBflachenanordnung zur Verbindung 20 
des Chips mit einer Platine oder dergleichen in konventio- 
neller SMT(Surface-Mounted-Technology)-Technik zu er- 
rnbglichen. Ein ausreichend groBer Abstand zwischen den 
cinzelnen AnschluBflachen der AnschluBflachenanordnung 
erweist sich insbesondere deswegen als wichtig, weil die au- 25 
Bere AnschluBflachenanordnung in der Regel in einem Um- 
schmelz(Re flow)- Verfahren rnit der Platine oder dergleichen 
verbunden wird. Bei zu geringem Abstand zwischen den 
einzelnen AnschluBflachen kann es zu KurzschluBverbin- 
dungen zwischen einzelnen LoLbumps der AnschluBflachen- 30 
anordnung kommen. 

Aufgrund zunehmender Anforderungen an die Miniaturi- 
sierung der Chipmodule wurden in der Vergangenheit, aus- 
gehend von sogenannten "BGA"(Ball-Grid-Array)-An- 
schluBflachenverteilungen, Chipmodule entwickelt, die als 35 
"CSP" (Chip- Size-Package oder auch Chip-Scale-Package) 
bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den vorgenannten 
BGAs, bei denen die flachige Umverteilung der Chipan- 
schluBflachen auf einer im Vergleich zur Chi poberfl ache 
wesentlich grbBeren Oberflache mittels entsprechend groBer 40 
Chiptrager erfolgt, steht bei den mit CSP bezeichneten 
Chipmodulen fur den Chiptrager nur eine Flache zur Verfii- 
gung, die im wesentlichen mit der Oberflache des Chips 
ubereinstimmt. Daher erweist es sich bei den CSPs als we- 
sentlich, die zur Verfugung stchendc Flache bcstmoglich 45 
auszunutzen 

Bei bekannten CSPs, wie sie beispielsweise aus der US-PS 
5,367,763 oder aus "Proceedings of the 1993 International 
Symposium on Microelectronics (ISHM), Dallas, Texas, pp. 
318-323" bekannt sind, wird der Randbereich der fur den 50 
Chiptrager zur Verfugung stehenden, mit der Oberflache 
deckungsgleichen Flache fiir die AnschluBverbindungen 
zwischen den AnschluBflachen des Chips und der Leiter- 
bahnstruktur des Chiptragers verbraucht, so daB der Chip- 
trager sich nur in einem um den Randbereich vcrmindertcn 55 
Tnnenflachen bereich erstreckt. Bei derart gebildeten Chip- 
modulen ist es daher notwendig, zur Erreichung einer voll 
standigen, auch die AnschluBflachen des Chips isolierend 
abdeckenden Gehausung die Peripherie der Chi poberfl ache 
in einem nachfolgenden Arbeitsschritt mit einer separaten 60 
Abdeckung, beispielsweise einem VerguB, zu versehen. 

Der vorlicgcndcn Erfindung licgt daher die Aufgabe zu- 
grunde, ein Chipmodul bzw. ein Verfahren zur Herstellung 
eines Chipmoduls vorzuschlagen, das eine bessere Ausnut- 
zung der zur Anordnung des Chiptragers zur Verfugung stc- 65 
henden Chipoberflache hci gleichzcitig moglichst cinfa- 
chem Aufbau des Chipmoduls ermbglicht. 

Diese Aufgabe wird durch ein Chipmodul mit den Merk- 
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malen des Anspruchs 1 bzw. ein Verfahren mit den Merkma- 
len des Anspruchs 8 gelost. 

Bei dem erfindungsgemaBen Chipmodul vcrlaufen die 
Leiterbahnen in einer Ebene auf der dem Chip zugewandten 
Chipkontaktseite der Tragerschicht. Hierdurch steht die Tra- 
gerschicht selbst zur voneinander isolicrten Anordnung der 
umverteilten AnschluBflachen zur Verfugung, so daB die 
AuBenkontaktbereiche zur Ausbildung der flachig verteilten 
AnschluBflachenanordnung durch Ausnehmuneen in der 
Tragerschicht gebildet werden kbnnen, die sich gegen die 
Ruckseite der Leiterbahn erstrecken. Dariiber hinaus er- 
streckt sich die Tragerschicht bei dem erfindungsgemaBen 
Chipmodul iiber den Bereich der AnschluBflachen des 
Chips, so daB die gesamte Chipoberflache durch die Trager- 
schicht des Chiptragers abgedeckt wird. Insgesamt resultiert 
hieraus ein sehr einfacher Aufbau und eine entsprechend 
cinfache Herstellungsmbglichkeit des Chipmoduls. 

In einer ersten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen 
Chipmoduls ist die Tragerschicht des Chiptragers im Uber- 
deckungsbereich mit den AnschluBflachen des Chips gc- 
schlossen ausgebildet, so daB selbst dieser Uberdeckungshe- 
reich im peripheren Bereich der Chiptrageroberflache zur 
Anordnung von auBeren AnschluBflachen auf der Chiptra- 
geroberflache zur Verfugung steht. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform des erfindungsgema- 
Ben Chipmoduls weist der Chiptrager eine Tragerschicht 
auf, die in einem Uberdeckungsbereich mit den AnschluB- 
flachen des Chips Offhungen hat, welche sich gegen die 
Ruckseite der Leiterbahnen erstrecken und zur Aufnahme 
von die Leiterbahnen mit den zugeordneten AnschluBfla- 
chen elektrisch verbindendem Verbindungsmaterial diencn. 

Diese Ausfuhrungsform des Chipmoduls ermbglicht eine 
Herstellung, bei der sowohl die Ausnehmungen in der Tra- 
gerschicht, die zur Aufnahme von Verbindungsmaterial fur 
die Kontaktierung des Chipmoduls mit einer Platine oder 
anderen Bauteilen vorgesehen sind, als auch die Offnungen 
in der Tragerschicht in ein unddemselben Verfahrensschritt 
mit Verbindungsmaterial befullt werden kbnnen. 

Die Ausflihrung des Chipmoduls gemaB Anspruch 4 er- 
moglicht eine gute Zuganglichkeit der ChipanschluBflachen 
fur das Verbindungsmaterial, so daB eine hohe Kontaktsi- 
cherheit gewahrleistet wird. 

Fiir den Fall, daB eine Versiegelung bzw. mechanise he 
Stabilisierung des Verbunds aus Chip und Chiptrager allein 
aufgrund des zwischen dem Chip und dem Chiptrager angc- 
ordneten Fullmaterials nicht ausreichend ist, kann zur Er- 
ganzung langs der Peripherie des Chips verlaufend ein vor- 
zugsweise aus dem Fullmaterial gebildcter Stutzrahmcn 
vorgesehen sein. Hierdurch wird in jedem Fall eine wirk- 
same mechanische Stabilisierung des Chipmoduls erreicht, 
ohne daB hierzu die durch den Chip vorgegebenen Abmes- 
sungen des Chipmoduls wesentlich vergroBert werden rniiB- 
ten. 

Altemativ zur vorgenannten Mbglichkeit besteht jedoch 
auch die Mbglichkeit, eine Versiegelung bzw. mechanische 
Stabilisierung des Chipmoduls durch einen VerguB des 
Chips vorzusehen, der die Seitenflachen des Chips mit ei- 
nem die Chipoberflache iiberragenden Uberstand des Chip- 
tragers verbindet. Diese Art der Versiegelung bzw. mechani- 
schen Stabilisierung des Chipmoduls ist besonders dann 
vorteilhaft, wenn ein Chipmodul nach Art eines Chip-Size- 
Packagc geschaffen werden soli, bei der die Chiptragerober- 
flache etwas groBer als die Chipoberflache ist, wodurch das 
Chipmodul einen Uberstand des Chiptragers aufweist. 

Fiir die Durchfuhrung der Montage des Chipmoduls auf 
cincm Substrat oder cincr Platine in der bekannten SMT- 
Technik, bei der die auf der Chiptrageroberflache angeord- 
neten, beispielsweise mit Lotmaterial versehenen Aufien- 
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kontaktbereiche mit entsprechend angeordneten Gegenkon- 
lakten auf dem Substrat oder der Platine verbunden werden, 
crwcist cs sich als vorteilhaft, wenn die AuBcnkontaktberci- 
che der Chiptrageroberflache mit Lotmaterial versehen sind, 
dessen Schmelzpunkt niedriger ist als die zur thermischen 5 
Vcrbindung zwischen den Kontaktmctallisicrungcn des 
Chips und den Leiterbahnen des Chiptragers notwendige 
Temperatur Hierdurch wird sichergestellu daB es aufgmnd 
der Temperdturbeaufschlagung des Chipmoduls zur Durch- 
fiihrung der Lot verbindung zwischen dem Chiptrager und io 
dem vSubstrat bzw. der Platine nicht zu einer Destabi liste- 
ning der Verbindungen zwischen den Kontaktmetallisierun- 
gen des Chips und den Leiterbahnen des Chiptragers kom- 
men kann. 

Als besonders vorteilhaft fur die Herstellung von Chip- 15 
inodulen erweist es sich, wenn die Chipmodule erfindungs- 
gcmaB in cincm Modulvcrbund, der gcbildct ist aus cincm 
Chiptragerverbund mit einer Vielzahl zusammenhangend 
ausgebildeter Chiptrager und einem Chipverbund, insbeson- 
dcrc cincm Wafer mit cincr Vielzahl zusammenhangend 20 
ausgebildeter Chipeinheiten oder Dies, zusammengefaBt 
sind. 

Bei Durchluhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
nach Anspruch 9 zur Herstellung erfindungsgemaBer Chip- 
module erfolgt zunachst ein Auftragen eines flieBfahigen 25 
Fullmaterials auf die Chipoberflache oder die Chipkontakt- 
seite des Chiptragers. Dieses Fiillniaterial dient einerseits 
zur abdichtenden Anordnung des Chiptragers auf dem ('hip 
und andererseits zur mechanischen Stabilisierung des Chip- 
tragers auf dem Chip. Das Fullmaterial kann auch Klebeei- 30 
genschaften zur Ausbildung eines flachigen Vcrbunds zwi- 
schen dem Chip und dem Chiptrager aufweisen. Durch ein 
aneinander Andriicken des Chiptragers und des Chips er- 
folgt cine Vertcilung des Fullmaterials im Spalt zwischen 
der Chipkontaktseite des Chiptragers und der Chipoberfla- 35 
che. Aufgrund der Kontaktierung der Leiterbahnen mit den 
zugeordneten Kontaktmetallisierungen des Chips durch eine 
riickwartige Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen unter 
Zwischenlage der Tragerschicht bleibt auch bei der Kontak- 
tierung die Oberflache der Tragerschicht des Chiptragers ge- 40 
schlossen, so daB eine Verdrangung des Fullmaterials nur 
zur Seite hin erfolgen kann. Damit ist sichergestellt, daB das 
Fullmaterial die gesamte Chipoberflache bedeckt und somit 
nach Herstellung der Verbindung zwischen dem Chiptrager 
und dem Chip kcinc zusatzlichcn MaBnahmcn zur Ergan- 45 
zung von Fullmaterial notwendig sind. Vielmehr erfolgt bet 
dem erfindungsgemaBen Verfahren die Kontaktierung des 
Chiptragers auf dem Chip und die Stabilisicrung des Chip- 
moduls durch Verteilung eines Fullmaterials im Spalt zwi- 
schen dem Chiptrager und dem Chip in einem einzigen Ar- 50 
beitsgang. 

Anspruch 10 betrifft ein alternatives erfindungsgemaBes 
Verfahren, bei dem anstatt des Auftragens von Fullmaterial 
ein bereits mit einer Kleberschicht versehener Chiptrager 
verwendet wird. 55 

Daruber hinaus bleibt infolge der vorgenannten riickwar- 
tigen Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen zur Kontak- 
tierung des Chiptragers auf dem Chip und der dadurch erhal- 
tenen Geschlossenheit der Tragerschicht des Chiptragers 
auch im Peripheriebereich des Chips die Moglichkeit, Au- 60 
Benkontaktbereiche zur Ausbildung der flachig verteilten 
AnschluBflachcnanordnung auf der Chiptrageroberflache 
vorzusehen. 

Eine Alternative zu dem vorstehend erorterten erfin- 
dungsgemaBen Verfahren zur Herstellung einzelner Chip- 65 
module bestcht in dem erfindungsgemaBen Verfahren nach 
Anspruch 1 1 , das die Herstellung einzelner ernndungsgema- 
Ber Chipmodule durch Vereinzelung aus einem Modulver- 
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bund betrifft, in dem eine Vielzahl erfindungsgemaB ausge- 
bildeter Chipmodule zusammenhangend ausgebildet sind. 
Hierzu erfolgt zunachst die Herstellung des Modulvcrbunds 
mit einem Chiptragerverbund und einem Chipverbund ge- 
maB Anspruch 8 und anschlieBend die Herstellung einer 
Mehrzahl einzelner Chipmodule durch Vereinzelung von 
Einheiten aus zumindest einem Chip und einem damit kon- 
taktierten Chiptrager aus dem Modulverbund. 

Dieses erfindungsgemaBe Verfahren ennoglicht demnach 
die Herstellung von Chipmodulen auf Waferebene, wodurch 
mit relativ wenigen Handhabungs- oder Fertigungsschritten 
nicht nur die Herstellung eines einzelnen, sondern vielmehr 
die gleichzeilige Herstellung einer Vielzahl von Chipmodu- 
len moglich wird. 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn zur Her- 
stellung des Modulverbunds die nachfolgende Reihenfolge 
von Vcrfahrcnsschrittcn gemaB Anspruch 12 cingchaltcn 
wird: 

Zunachst erfolgt die Bereitstellung eines Wafers, der mit er- 
hohtcn Kontaktmetallisierungen, die fachsprachlich auch als 
sogenannte "Bumps" bezeichnet werden, versehen ist, und 
die Bereitstellung eines Chiptragerverbunds, der eine Viel- 
zahl von auf einer gemeinsamen Tragerschicht angeordne- 
ten Leiterbahnstrukturen mit Leiterbahnen aufweist, wobei 
die Leiterbahnstrukturen einer jeweiis definierten Anzahl 
von im Wafer zusammenhangend ausgebildeten Chips zuge- 
ordnet sind. AnschlieBend erfolgt der Auftrag eines flieBfa- 
higen Fullmaterials auf die Kontaktflache des Wafers oder 
die Chipkontaktseite des Chiptragerverbunds, wobei es sich 
bei diesem Fiillmaierial beispielsweise urn einen Epoxyd- 
Klebcr handeln kann. Der Auftrag des Fullmaterial auf den 
Wafer kann als flachenformig begrenzter Auftrag im Zen- 
trum des Wafers erfolgen, gefolgt von einer Verteilung des 
Fullmaterials auf der Waferobcrflache durch cine Rotation 
des Wafers urn seine Mittelpunktsachse. Vor der flachigen 
Verbindung des Chiptragerverbunds mit dem Wafer, die bei- 
spielsweise durch einen Laminiervorgang durchgefuhrt wer- 
den kann, erfolgt eine Relativpositionierung des Wafers und 
des Chiptragerverbunds, derart, daB sich eine Uberdek- 
kungslage zwischen den Kontaktmetallisierungen des Wa- 
fers und Kontaktbereichen der zugeordneten Leiterbahnen 
der Leiterbahnstrukturen einstellt. SchlieBlich erfolgt die 
flachige Verbindung zwischen dem Wafer und dem Chiptra- 
gerverbund, beispielsweise durch den vorstehend erwahnten 
Laminiervorgang, wobei der cndgultigcn Vcrbindung cine 
Vorfixierung in ausgewahlten Punkten vorausgehen kann. 
Nach Herstellung der flachigen Verbindung oder gleichzei- 
tig mit dicscr erfolgt die Kontaktierung der Kontaktmetalli- 
sierungen des Wafers mit den zugeordneten Leiterbahnen 
des Chiptragerverbunds. 

Bei einer zum vorstehend erlauterten Verfahren gemaB 
Anspruch 12 altemativen Vorgehensweise gemaB Anspruch 
13 wird anstatt des Auftragens von Fullmaterial ein bereits 
mit einer Kleberschicht versehener Chiptragerverbund ver- 
wendet. 

Wie bereits vorstehend im Zusammenhang mit dem erfin- 
dungsgemaBen Verfahren zur Herstellung eines einzelnen 
Chipmoduls erwahnt wurde, kann auch bei der Herstellung 
des gesamten Modulverbunds die Kontaktierung der Kon- 
taktmetallisierungen des Wafers mit den Leiterbahnen des 
Chiptragerverbunds durch die Tragerschicht des Chiptrager- 
verbunds hindurch erfolgen, also beispielsweise durch cine 
riickwartige Kontaktierung ohne Zerstorung der Trager- 
schicht im Bereich der Kontaktstellen. 

Als Hilfsmittcl zur Relativpositionierung kann der Wafer 
mit mindestens zwei Positionicrungsstiftcn versehen scin, 
die in korrespondierend ausgebildete Positionierungsbff- 
nungen in der Tragerschicht des Chiptragerverbunds ein- 
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greifen. Derartige Positionierungssiifte konnen als "Dummy 
bumps" ausgebildet sein, die, ohne an der elektrischen Ver- 
bindung zwischen dem Wafer und dcm Chiptragerverbund 
beteiligt zu sein, lediglich zur Erzielung und mechanischen 
Stabilisierung der Relativpositionierung in Eingriff mit der 5 
Tragerschicht des Chiptragerverbunds gelangen. Urn nichl 
nur cine Starrkorperoricntierung zwischen dcm Wafer und 
dem Chiptragerverbund zu definieren, kann es sich als 
zweckmafiig erweisen, mehr als zwei Positionierungsstifte 
und cine cntsprcchcnde Anzahl von Positionicrungsoffnun- 10 
gen vorzusehen, so daB Dehnungsbegrenzungen fur bei- 
spielsweise thermisch bedingte Dehnungen in der Trager- 
schicht geschaffen werden. 

Einc Alternative bcziiglich eincr vorteilhaftcn Vorgchcns- 
weise zur Herstellung eines Modulverbunds ist durch die 15 
folgenden Verfahrensschritte definiert: 
Zunachst erfolgt wieder die Bereitstellung eines Wafers und 
eines Chiptragerverbunds mit einer Vielzahl von auf einer 
gemeinsamen Tragerschicht angeordneten Leiterbahnstruk- 
turen mit Leiterbahnen, wobei bei dieser Verfahrensvariante 20 
ein Chiptragerverbund mit einer Tragerschicht verwendet 
wird, die Offnungen aufweist, welche die Riickseite des 
Chipkontaktbereichs der Leiterbahnen und gegebenenfalls 
daran angrenzende Urngebungsbereiche freigeben. An- 
sehlieBcnd erfolgt der Auftrag cincs flieBfahigcn Fullmateri- 25 
als, das, wie bei der vorstehend geschilderten Verfahrensva- 
riante als ein Epoxyd-Kleber ausgebildet sein kann, auf die 
Kontakioberflache des Wafers oder die Chipkontaktseite des 
Chiptragerverbunds, dcrart, daB die AnschluBflachen des 
Wafers oder hierauf aufgebrachte Kontaktmetallisierungen 30 
bzw. die Offnungen der Tragerschicht freibleiben. Hierauf 
erfolgt die Relativpositionierung des Wafers und des Chip- 
tragerverbunds, derart, daB sich eine Uberdeckungslage 
zwischen den AnschluBflachen des Wafers bzw. darauf auf- 
gebauten Kontaktmetallisierungen und den Offnungen in 35 
der Tragerschicht des Chiptragerverbunds einstellt. An- 
schlieBend erfolgt eine flachige Verbindung zwischen dem 
Wafer und dem Chiptragerverbund und eine Kontaktierung 
der AnschluBflachen des Wafers bzw, der darauf angeordne- 
ten Kontaktmetallisierungen mit den Chipkontaktbereichen 40 
der zugeordneten Leiterbahnen durch Einbringung von Ver- 
bindungsmaterial in die Offnungen der Tragerschicht des 
Chiptragerverbunds. 

Die vorstehend erorterte Verfahrensvariante ermoglicht 
die Herstellung von eingangs erorterten erfindungsgemaBen 45 
Chiprnodulen, bei denen sowohl die Verbindungsmaterial- 
depots in den Ausnehrnungcn der Tragerschicht, die zur 
Kontaktierung des Chipmoduls mit anderen Bauteilen die- 
nen, als auch das Verbindungs material in den Offnungen in 
der Tragerschicht zur Ennoglichung einer Kontaktierung 50 
zwischen den Leiterbahnen der Lciterbahnstruktur und den 
ChipanschluBflachen in einem Arbeitsgang eingebracht 
werden konnen. 

Eine weitcrc Alternative ist durch ein Verfahrcn gemaB 
Anspruch 17 gegeben. 55 

Die Kontaktierung kann durch Abscheidung von Verbin- 
dungsmaterial in den Offnungen der Tragerschicht erfolgen, 
wobei sich in Vcrsuchen besondcrs eine stromlose, also au- 
tokatalytische Abscheidung von Verbindungsmaterial durch 
Einbringung des Modulverbunds in ein entsprechendes Ma- 60 
tcrialbad als vortcilhaft crwicsen hat. Bei dicscm Matcri- 
albad kann es sich beispielsweise um ein Nickel-, Kupfer 
oder Palladiumbad handeln. 

Die Kontaktierung kann auch durch Einbringung von 
Lotmatcrial oder lcitfahigcm Klcbcr in die Offnungen der 65 
Tragerschicht erfolgen, wobei hier alle bekannten Techni- 
ken zur Einbringung von Lotmaterial, also beispielsweise 
eine Schablonenbelotung oder auch eine Einbringung von 



stiickigem Lotmaterial, eingesetzt werden konnen. 

Gleichzeitig mit der Einbringung des Verbindungsmateri- 
als in die Kontaktoffnungen der Tragerschicht kann cine 
Einbringung des Verbindungsmaterials in die Ausnehmun- 
gen der Tragerschicht erfolgen. 

Unabhangig von der Art und Weise der Herstellung des 
Modulverbunds erweist es sich als vortcilhaft, wenn der Wa- 
fer auf seiner Riickseite mit einer Deckschicht versehen ist, 
die als Oberflachenschutz und auch zur Erzielung einer me- 
chanischen Stiitzwirkung eingesetzt werden kann. Zusam- 
men mit der Tragerschicht des Chiptragerverbunds ergibt 
sich somit nach Vereinzelung der Chipmodule aus dem Mo- 
dulverbund ein gekapseltes Chipmodul. 

Zur Erzcugung dieser Deckschicht hat sich ein Auftrag 
von Epoxyd-Material auf die Riickseite des Wafers als ge- 
eignet erwiesen. Eine weitere Moglichkeit besteht darin, zur 
Ausbildung der Deckschicht eine Folie auf die Riickseite 
des Wafers aufzubringen. Die Folie kann mit einer Beschrif- 
tung, beispielsweise zur Kennzeichnung einzelner ("hips des 
Wafers, versehen sein. 

Unabhangig von der Art und Weise der Herstellung des 
Modulverbunds erfolgt nach dessen Fertigstellung eine Ver- 
einzelung von Chiprnodulen aus dem Modulverbund durch 
Trennung aneinander angrenzender Chiprnoduie langs defi- 
niertcr Trennlinicn. In diesem Zusammcnhang erweist cs 
sich als besonders vorteilhaft, wenn hierzu das ohnehin zur 
Vereinzelung von Chips aus einem Waferverbund einge- 
setzte Sage verfahrcn durchgefiihrt wird. 

Vor der Vereinzelung der Chipmodule aus dem Modul- 
verbund kann eine hinsichtlich des Auf wands und der damit 
verbundenen Kosten besonders giinstige elektrische Uber- 
priifung der noch im Waferverbund angeordneten Chips 
iiber die Leiterbahnstrukturen des Chiptragerverbunds erfol- 
gen. 

Eine besonders gleichmaBige Form des Andriickens zur 
Herstellung der Verbindung zwischen dem Chiptrager bzw, 
dem Chiptragerverbund und dem Chip bzw. dem Wafer wird 
erreicht, wenn das aneinander Andriicken der Chiptrager 
bzw. des Chiptragerverbunds und der Chipoberflache bzw. 
der Waferoberflache mittels Vakuum erfolgt. Bei geniigend 
steif ausgebildeter Folie oder auch durch Aufbringen einer 
Zugspannung in Folienlangsrichtung gegen Durchbiegung 
stabilisierter Folie kann es auch ausreichend sein, das An- 
driicken des Chiptragers allein durch die zur Energieheauf- 
schlagung des Chiptragers bzw. des Chiptragerverbunds 
verwendete Verbindungseinrichtung auszufiihren. In diesem 
Fall dient der zur Verbindung der Leiterbahnen mit den 
ChipanschluBflachen erforderliche Anpressdruck gleichzei- 
tig zum Andriicken des Chiptragers bzw. des Chiptragerver- 
bunds gegen die Chipoberflache bzw. die Waferoberflache. 

Zur Erzcugung von Lotbumps auf dcm Chiptrager bzw. 
dem Chiptragerverbund, die zur Verbindung des Chipmo- 
duls mit einem Substrat, einer Platine oder dergleichen die- 
ncn, konnen die AuBenkontaklbereiche des Chiptragers 
bzw. des Chiptragerverbunds in einem Schablonenauftrags- 
verfahren mit Lotmaterial versehen werden, wobei die Tra- 
gerschicht selbst in einem nachfolgenden Umschinelz ver- 
fahrcn als Lotstopmaske dicnt. Hierdurch wird die Erzcu- 
gung der Lotbumps auf besonders einfache Art und Weise 
moglich. 

Einc weitcrc Moglichkeit bestcht darin, die AuBenkon- 
taktbereiche in einem Bestiickungsverfahren mit Lotmateri- 
alformstucken zu versehen, wobei in diesem Fall die durch 
die Ausnehmungen in der Tragerschicht gebildeten AuBen- 
kontaktbercichc als positionicrende Aufnahmcn fur das Lot- 
material dienen. 

Zur Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen 
des Chips bzw. des Wafers und den Leiterbahnen des Chip- 
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tragers bzw. des Chiptragerverbunds konnen unterschiedli- 
che Verfahren eingeselzt werden, deren gemeinsames Merk- 
mal darin bcsteht, daB bci cincr riickwartigcn Encrgiebeauf- 
schlagung der Leiterbahnen unter Zwischenlage der Trager- 
schicht die Tragerschicht im wesentlichen unversehrt und 5 
geschlossen bleibt. Als besonders geeignete Verfahren er- 
schcincn in dicsem Zusammcnhang Lotverfahren und Thcr- 
mokompressions verfahren, die mittels einer riickwartigen 
Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen mit Laserstrah- 
lung durchgefuhrt werden, wobci die Laserstrahlung durch 10 
eine ruckwartig unter Druck an der Tragerschicht anlie- 
gende Lichtleitfaser eingeleitet wird. Eine weitere Mdglich- 
keit besteht darin, ein Ultraschallverfahren einzusetzen, bei 
dem cin Ultraschallstcmpcl ruckwartig auf die Trager- 
schicht aufgesetzt wird und durch die im Bereich der Ver- 15 
bindungss telle komprimierte Tragerschicht Ultraschall- 
schwingungen in die Verbindungsstelle zwischen der betref- 
fenden Leiterbahn und der ChipanschluBflache einbringt. 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel des erfin- 
dungsgemaBen Chipmoduls sowie ein mogliches Verfahren io 
zur Herstellung eines derartigen Chipmoduls unter Bezug- 
nahme auf die Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Chipmoduls mit ei- 
nem auf einem Chip kontaktierten Chiptrager; 

Fig. 2 bis 6 den Aufbau eines Chiptragers; 25 

Fig. 7 den Chiptrager und den Chip unmittelbar vor Her- 
stellung des Chipmoduls, 

Fig. 8 den Chiptrager und den Chip wahrend der Herstel- 
lung der Vcrbindung zwischen dem Chiptrager und dem 
('hip; 30 

Fig. 9 die Herstellung eines langs der Peripherie des 
Chips verlaufenden Dicht- bzw. Stutzrahmens; 

Fig. 10 einen den Chip einschlieBenden VerguB; 

Fig. 1 1 die nachtragliche Applikation von Lotmaterial auf 
dem Chiptrager; 35 

Fig. 12 bis 14 mchrcrc Beispielc fur flachig vertciltc An- 
schluBflachenanordnungen auf dem Chiptrager verschiede- 
ner Chipmodule; 

Fig. 15 einen Modulverbund aus einem Wafer und einem 
darauf angeordneten Chiptragerverbund in Draufsicht; 40 

Fig. 1 6 eine vergroBerte Einzeldarstellung eines Chiptra- 
gers aus dem in Fig. 15 dargestellten Chiptragerverbund; 

Fig. 17 eine Einzeldarstellung eines Verbindungsaufbaus 
zwischen einer AuBenanschluBflache eines Chiptragers und 
einer ChipanschluBflache eines Chips in Draufsicht; 45 

Fig. 18 den in Fig. 17 dargestellten Verbindungsaufbau in 
einer Seitcnansieht vor der Applikation von Verbindungs- 
material; 

Fig. 19 eine in der Ansicht Fig. 18 entsprechende Darstel- 
lung des Verbindungsaufbaus nach der Applikation von Ver- 50 
bindungsmatcrial; 

Fig. 20 eine Schnittansicht der Verbindung zwischen ei- 
ner Leiterbahn des Chiptragers und der ChipanschluBflache 
gcmaB dem Schniitlinienvcrlauf XX-XX in Fig. 19. 

Fig. 1 zeigt ein Chipmodul 20 mit einem Chiptrager 21, 55 
der auf einem Chip 22 kontaktiert ist. Das in Fig. 1 darge- 
stellte Chipmodul 20 wird auch als Chip-Size-Package 
(CSP) bczeichnct, da die wesentlichen Abmessungcn des 
Chipmoduls 20 durch den Chip 22 bestimmt sind. Als Defi- 
nitionsgroBe fur ein CSP gilt in der Fachwelt allgemein ein 60 
Vcrhaltnis von 0,8 bis 1,2 zwischen der Chipoberflache und 
der Oberflache des Chiptragers. 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Chipmodul 20 wird ein 
Chiptrager 21 aus einer dreilagigen Folie verwendet mit ei- 
ner Tragerschicht 23 aus Polyimid und cincr als Leiterbahn- 65 
struktur 24 ausgebildeten Kontaktschicht aus Kupfer, die 
hier uber eine Kleberschicht 25 mit der Tragerschicht 23 
verbunden ist. Die Tragerschicht 23 ist mit Ausnehmungen 



26 versehen, die sich von der Oberflache der Tragerschicht 
23 bis zu einer Riickseite 27 von die Leiterbahnstruktur 24 
bildendcn einzelncn Leiterbahnen 28 crstrcckt. Dicsc Aus- 
nehmungen 26 bilden AuBenkontaktbereiche, die mit Lot- 
materialdepots 29 zur Kontaktierung mit AnschluBflachen 
30 eines in Fig. 1 mit strichpunktiertem Linienverlauf ange- 
dcutetem Substrats 3 1 dienen. 

Fig. I zeigt beispielhaft zwei von einer Vielzahl peripher 
auf der Chipoberflache angeordneten ChipanschluBflachen 
32, die mit Kontaktmetallisierungcn 33 versehen sind. Die 
Kontaktmetallisierungen sind mit jeweils zugeordneten lei- 
terbahnen 28 kontaktiert, so dafi durch die Leiterbahnen 28 
eine "Umverdrahtung" der peripher auf der Chipoberflache 
angeordneten ChipanschluBflachen 32 in cine flachig vcr- 
teilte, hinsichtlich des Abstandes zwischen den einzelnen 
AnschluBflachen aufgeweitete AnschluBflachenanordnung 
34 auf der Oberflache des Chiptragers 21 erfolgt. Zur ab- 
dichtenden Verbindung des Chiptragers 21 mit dem Chip 22 
und zur mechanischen Stabilisierung des als flexible Folie 
ausgebildeten Chiptragers 21 ist in einem zwischen einer 
Chipkontaktseite 35 und der Chipoberflache ausgebildeten 
Spalt 36 ein Fullmaterial 37 mit Haft- oder Klebewirkung 
vorgesehen, das fachsprachlich auch als "Underfiller" be- 
zeichnet wird. 

In den Fig. 2 bis 6 ist in chronologischer Abfolgc die Her- 
stellung des in Fig. 1 zur Erzeugung der Chiptrager-Anord- 
nung 20 verwendeten Chiptragers 21 erlautert. Wie Fig. 2 
zeigt, ist Basis bei der Herstellung des Chiptragers 21 eine 
drcilagigc Folic 38 mit cincr die Tragerschicht 23 mit der 
Leiterbahnstruktur 24 verbindenden Kleberschicht 25. In ei- 
ner vereinfachten Ausfuhrung ist es jedoch auch moglich, 
cine mit dem Chiptrager 21 verglcichbarc Ausfuhrung eines 
Chiptragers, ausgehend von einer Folie, zu schaffen, bei der 
die Leiterbahnstruktur unmittelbar auf der Tragerschicht, 
also ohne zwischenliegende Anordnung einer Kleber- 
schicht, angeordnct ist. 

Die Folie 38, die als Endlosfolie ausgebildet sein kann, 
weist in jedem Fall die in der Tragerschicht 23 vorgesehe- 
nen, bis zur Riickseite 27 der Leiterbahnen 28 reichenden 
Ausnehmungen 26 auf, wobei die Ausnehmungen beispiels- 
weise durch geeignete Atzverfahren oder auch durch Laser- 
ablation erzeugt werden konnen. 

Fur den Fall, daB in den Ausnehmungen 26 mittels eines 
Schablonenauftragsverfahrens Lotmaterial 42 zur Erzeu- 
gung der Lotmaterialdepots 29 (Fig. 1 und 6) eingebracht 
werden soli, kann, wie in Fig. 3 dargestellt, eine Schablone 

39 auf die Tragerschicht 23 aufgelcgt werden, und zwar so, 
daB in der Schablone 39 vorgesehene Schablonenoffnungen 

40 deckungsgleich mit den Ausnehmungen 26 in der Trager- 
schicht 23 zu liegen komrnen. 

In die aus den ubcreinandcrlicgcnd angeordneten Aus- 
nehmungen 26 und Schablonenoffnungen 40 gebildeten 
Lotmaterialaufnahmen 41 wird nach flachigem Auftrag des 
Lotmaterials 42 auf die Oberflache der Schablone 39 durch 
einen hier nicht naher dargestellten Rakel oder dergleichen 
eine Befiillung der Lotmaterialaufnahmen 41 mit Lotmate- 
rial 42 in der in Fig. 4 dargestellten Art und Weise erzielt. 

Wie in Fig. 5 dargestellt, vcrbleiben nach Abnahmc der 
Schablone 39 von der Tragerschicht 23 beispielsweise aus 
pastosem Lotmaterial gebildete Lotmaterialmengen 68 in 
den Ausnehmungen 26. Durch cin nachfolgcndcs Um- 
schmelzverfahren werden dann die in Fig. 6 dargestellten 
meniskusartig geformten Lotmaterialdepots 29 erzeugt, wo- 
bei die Tragerschicht 23 wahrend des Umschmelzens als 
Lotstopmaskc dicnt. 

Fig. 7 zeigt, wie ausgehend von dem entsprechend den 
Erlauterungen zu den Fig. 2 bis 6 erzeugten Chiptrager 21 
das in Fig. 1 dargestellte Chipmodul 20 gebildet wird. 
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Hierzu erfolgt ein Auftrag einer definierten Fullmaterial- 
menge 43 auf die Chipoberflache und eine dem gewahlten 
Verfahren zur Verbindung der Konlaklmetallisierungen 33 
des Chips mit den Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 ent- 
sprechende Praparierung der im Ausgangszustand aus Alu- 5 
minium bestehenden ChipanschluBflachen 32. Im vorliegen- 
den Fall sind die ChipanschluBflachen 32 mit als Nickel- 
bumps ausgebildeten Kontaktmetallisierungen33 miteinem 
Lotuberzug 44 aus einer Gold/Zinn-Legierung versehen, um 
die Kontaktierung der Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 10 
mit den Kontaktmetallisierungen 33 des Chips 22 in einern 
nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 8 noch nahererlau- 
terten Lotverfahren durchfuhren zu konnen. 

Dabei kann der Gold/Zinn-Lotuberzug 44 durch einfa- 
chcs Eintauchen der Kontaktmetallisierungen 33 in cine cnt- 15 
sprechend fliissig ausgebildete Legierung aufgebracht wer- 
den. 

Zur Herstellung des Chipmoduls 20 (Fig. 1), also des fe- 
sten mcchanischen Verbunds zwischen dem Chiptrager 21 
und dem Chip 22, wird nun der Chiptrager 21 gegen die 20 
Oberflache des Chips 22 gedriickt, so daB die auf die Chip- 
oberflache aufgebrachte Fuilmaterialmenge 43 bei Ausbil- 
dung des Spaltcs 36 zwischen der Chipkontaktscitc 35 des 
Chiptragers 21 und der Chipoberflache nach auBen zur Peri- 
pherie des Chips 22 verdriingt wird und sich gleichmaBig 25 
auf der Chipoberflache bis hin zu AuBenrandern 45 des 
Chips 22 vcrtcilt. 

Fig. 8 zeigt, daB dieses Andriicken des Chiptragers 21, 
der sich in der Darstellung gemaB Fig. 8 noch im endlosen 
Folienvcrbund befindet, rnittels einer Vakuumcinrichtung 46 30 
ausgefuhrt. werden kann, bei der der Chip 22 in einer Chip- 
aufnahme 47 fixiert ist und der Chiptrager 21 uber einen die 
Chipaufnahme 47 umgebenden Ringkanal 48 durch Vaku- 
umwirkung (Pfeil 50) gegen die Chipoberflache gesogen 
wird. Dabei ist in Fig. 8 deutlich zu erkennen, daB aufgrund 35 
des Kapillareffekts im Spalt 36 zwischen dem Chiptrager 21 
und dem Chip 22 eine Verteilung des Fullmateri- als 37 uber 
die AuBenrandcr 45 des Chips 22 hinaus erfolgt, so daB sich 
im Bereich eines moglichen Uberstands 49 des Chiptragers 
21 uber die Oberflache des Chips 22 eine zusatziich abstut- 40 
zende Wirkung ergibt. 

Wic cbenfalls in Fig. 8 dargcstcllt, kann zur Fixicrung des 
Chips 22 in der Chipaufnahme 47 ebenfalls, wie durch den 
Pfeil 50 angedeutet, Vakuumwirkung eingesetzt werden. 
Um zu verhindem, daB es aufgrund des Austritis von Full- 45 
material 37 aus dem Spalt 36 im Bereich des Uberstands 49 
zu Verklebungen mit der Innenwand der Chipaufnahme 47 
kommt, ist die Innenwand der Chipaufnahme 47 mit einer 
Antihaftbeschichtung 51 versehen. 

Wie aus Fig. 8 femer zu ersehen ist, wird zur Verbindung 50 
der Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 mit den Kontaktme- 
tallisierungen 33 des Chips 22 die Tragerschicht 23 des 
Chiptragers 21 uber eine Lichtleitfaser 52 unter gleichzeiti- 
ger Aufbringung eines AnpreBdrucks mit Laserstrahlung 53 
beaufschlagt. Die Laserstrahlung 53 durchdringt das optisch 55 
durchlassige Polyimid der Tragerschicht 23 oder einen an- 
dcrcn fur Laserstrahlung optisch durchlassigen, als Trager- 
schicht verwendeten Kunststoff und wird im Bereich der 
Leiterbahn 28 absorbiert, so daB im Bereich der Verbin- 
dung sstelle zwischen der Leiterbahn 28 und der zugeordne- 60 
ten Kontaktmetallisierung 33 die fur die thermischc Verbin- 
dung notwendige Temperatur induziert wird. Dabei wird 
durch den mit der Lichdeitfaser 52 auf die Tragerschicht 23 
aufgebrachten AnpreBdruck moglicherweise zwischen der 
Leiterbahn 28 und der Kontaktmetallisierung 33 bzw. dem 65 
auf die Kontaktmetallisierung 33 aufgebrachten Lotuberzug 
24 angeordnetes Fullmaterial 37 verdrangt, so daB die Ver- 
bindung nicht durch Fullmaterial 37 beeintrachtigt werden 
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kann. 

Falls es zur Erzielung einer planen Oberflache des auf den 
Chip 22 applizierten Chiptragers 21 notwendig sein sollte, 
kann noch ein in Fig. 8 nicht naher riargestelltes zentrales 
Stempelwerkzeug zur Erzeugung einer ebenen Anlage des 
Chiptragers 21 eingesetzt werden. 

Neben der vorstehend geschilderten Verbindung der Lei- 
terbahnen 28 des Chiptragers 21 mit den Kontaktmetallisie- 
rungen 33 des Chips 22 im Lotverfahren ist es auch moglich, 
das in Fig. 8 dargestellten Verbindungsmittel, also die durch 
Laserenergie beaufschlagie Lichdeitfaser 52, zur Ausfuh- 
rung einer Thermokompressions verbindung zu verwenden, 
zu deren Vorbereitung die als Nickelbumps ausgefuhrten 
Kontaktmetallisierungen 33 nicht mit dem Lotuberzug 44, 
sondern mit cinem diinncn Goldiibcrzug versehen werden, 

Eine weitere Moglichkeit zur Herstellung der Verbindung 
zwischen den Leiterbahnen 28 des Chiptragers 21 und den 
Kontaktmetallisierungen 33 bzw. unmittelbar mit den un- 
praparierten AluminiumanschluBflachen 32 des Chips 22 
besteht darin, anstatt der in Fig. 8 dargestellten Lichtleitfa- 
ser 52 einen Ultraschalldorn zu verwenden, der mit Ultra- 
schall beaufschlagt wird und die Ultraschallschwingungen 
uber einen vcrdichtcten Bereich der Tragerschicht 23 auf 
den Verbindungsbereich zwischen den Leiterbahnen 28 und 
den jeweils zugeordneten ChipanschluBflachen 32 ubertragt. 

Die Fig. 9 und 10 zeigen Moglichkeiten einer neben der 
Anordnung des FuUmaterials 37 im Spalt 36 zwischen dem 
Chiptrager 21 und dem Chip 22 (Underfilling) zusiitzlichen 
mechanischen Stabilisierung des Chipmoduls. Wie Fig. 9 
zeigt, kann hierzu im pcripheren Bereich langs des Um- 
fangsrands des Chips 22 im Ubergang zum Chiptrager 21 
zusatzliches Fullmaterial 37 zur Ausbildung eines umlau- 
fenden Stabilisierungsrahmens aufgebracht werden. 

Fig. 10 zeigt ein als "Molding" bckanntes Verfahren, bei 
dem der Chip rnittels einer Kunststoff masse 55 umkapselt 
wird. 

Sowohl die KunststofFmasse 55 als auch das gemaB Fig. 9 
zusatziich applizierte Fullmaterial 37 sorgen im Bereich des 
Uberstands 49 des Chiptragers 21 uber die Oberflache des 
Chips 22 fur eine stabilisierende Abstutzung. Da sich bei 
den in den Fig. 9 und 10 dargestellten Verfahren zur zusatz- 
Lichcn Stabilisierung der Chiptragcr-Anordnung, bei denen 
die Chiptrager- Folie 38 auf einer ebenen Flache durch eine 
Vakuumeinrichtung 56 gehalten wird, vorstehende Lotmate- 
rialdepots 29, wie in Fig. 1 dargestellt, als storend erweisen 
wurden, werden in diescn Fallen die Lotmatcrialdcpots 29 
erst nachtraglich erzeugt. Hierzu konnen, wie in Fig. 1 1 dar- 
gestellt, LotmaterialformstUcke 57 vor oder nach Heraus- 
trennen der mit dem Chip 22 verbundenen Chiptrager 21 aus 
der Chiptrager- Folie 38 in die Ausnehmungen 26 plaziert 
und anschlieBend zur Ausbildung der Lotmateri aide pots 29 
umgeschmolzen werden. Bei dem in Fig. 11 dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel sind die Lotmateri alfonnstticke 57 ku- 
gelformig ausgebildet und werden durch eine Ixnkugelpla- 
ziereinrichtung 58 in die Ausnehmungen 26 plaziert. 

In den Fig. 12, 13 und 14 sind unterschiedlich ausgebil- 
dete Chipmodule 59, 60 und 61 bcispiclhaft dargestellt. Da- 
bei entspricht die gewahlte Ansicht in etwa einem Schnitt- 
verlauf zwischen der Tragerschicht 23 und jeweils einer die 
Leiterbahnen 28 aufweisenden Kontaktschicht 69, 70, 71. 
Fig. 12 zeigt das Chipmodul 59 mit einer sogenannten 
"zweireihigen Fan-Out"-Konfiguration, bei der ausgehend 
von der peripheren, einreihigen Anordnung der Kontaktme- 
tallisierungen 33 des Chips 22 uber die Kontaktschicht 69 
eine flachige Umverteilung in einem Chiptrager 62 erfolgt, 
bei der auBerhalb der Chipperipherie zwei Reihen 63, 64 
von AuBenkontaktbereichen 26 angeordnet sind. 

Fig. 13 zeigt eine ubereinstimmende Konfiguralion, wo- 
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bei hier ein Chiptrager 65 verwendet wird, bei dessen Kon- 
taktschicht 70 nicht nur die Leiterbahnen 28 aus Kupfer. 
sondem vielinehr die gesamte Kontakischicht 70 aus Kupfer 
besteht, wobei die Leiterbahn 28 durch Atzfugen vom iibri- 
gen Kupfermaterial getrennt ist. Der in Fig. 13 beispielhaft 5 
dargestellte Chiptrager 65 zeichnet sich daher durch eine be- 
sonders hohe Steifigkeit aus. 

Fig. 14 zeigt schlieBlich einen Chiptrager 66 mit einer so- 
genannten einreihigen "Fan-Out" -Konfiguration, bei der le- 
diglich eine Reihe 67 von AuBenkontaktbereichen 26 auBer- io 
halb der Chipperipherie angeordnet is l und alle iibrigen Au- 
Genkontaktbereiche 26 sich innerhalb der Chipperipherie 
verteilt befinden. 

Fig. 15 zeigt einen Modulverbund 72 ink einein Wafer 73 
und cincm auf dcm Wafer 73 angeordnctcn Chiptragcrvcr- L5 
bund 74 mit einer Vielzahl zusammenhangend auf der ge- 
meinsamen Tragerschicht 23 angeordneter Chiptrager 76. 
Wie der Darstellung gemaB Fig. 15 zu entnehmen ist, weist 
der Wafer eine Vielzahl zusammenhangend ausgcbildctcr 
('hips 75 auf, denen jeweils ein Chiptrager 76 aus dem ('hip- 20 
tragerverbund 74 zugeordnet ist. Zu der der Herstellung des 
in Fig. 15 dargestellten Modulverbunds 72 nachfolgenden 
Vcrcinzclung von Chipmodulen 77, die im vorlicgcnden 
Fall aus jeweils einem Chip 75 und einem Chiptrager 76 ge- 
bildet sind, sind auf dem Wafer 73 Teilungsnuten 78 vorge- 25 
sehen, langs deren Verlauf der Modulverbund 72 durch Sii- 
gen odcr auch andcrc gccignctc Trennvorgangc in die Chip- 
module 77 vereinzelt werden kann. 

Die aus dem Modulverbund 72 vereinzelten Chipmodule 
77 konnen in einer Ausftihrungsform hinsichtlich ihrcs Auf- 30 
baus im wescntlichen mit dem in Fig. 1 dargestellten Chip- 
modul 20 iibereinstimmen, mit dem Unterschied, daB der 
Chiptrager 76 abweichend von dem in Fig. 1 dargestellten 
Chiptrager 21 mit scinen AuBenrandern im wescntlichen 
bundig mit den Chipseitenrandern verlauft und diese nicht, 35 
wie in Fig. 1 dargestellt, seitlich iiberragt. 

Ein derartiger Chiptrager 76 ist in Draufsicht in Fig. 16 
dargestellt und crmoglicht, ausgehend von den Chipkontakt- 
hereichen 81, eine sogenannte "Fan-In "-Vertei lung von An- 
schluBflachen 79 einer AnschluBflachenanordnung 80 auf 40 
der Tragerschicht 23 des Chiptragers 76. Die AnschluBfla- 
chenanordnung 80 des Chiptragers 76 ist in Fig. 15 durch ei- 
nen rahmenartigen, schraffierten Li nien verlauf vereinfacht 
dargestellt. 

Abgesehen von dem vorstehend erwahnten Unterschied 45 
zum Aufbau des in Fig. 1 dargestellten Chipmoduls 20, dcr- 
art, daB zur Herstellung eines Chipmoduls 77 eine im we- 
sentlichen zu der Chipoberflache biindige Ausbildung des 
Chiptragers 76 erforderlich ist, konnen zur Herstellung des 
in Fig. 15 dargestellten Modulverbunds samtliche der in den 50 
Fig. 2 bis 7 dargestellten Verfahrensschritte durchgefuhrt 
werden, mit dem Unterschied, daB statt eines einzelnen 
Chips 22 eine Vielzahl in dem Wafer 73 zusammenhangend 
ausgebildeter Chips 75 und statt eines einzelnen Chiptragers 
21 eine Vielzahl in dem Chiptragerverbund 74 zusammen- 55 
hangend ausgebildeter Chiptrager 76 verwendet werden. Es 
crfolgt somit die Herstellung von Chipmodulen 77 durch 
Vereinzeiung der Chipmodule 77 aus einem zuvor beispiels- 
weise entsprechend den in den Fig. 2 bis 7 dargestellten Ver- 
fahrensschritten hergestellten Modulverbund 72. 60 

Urn bei der groBflachigcn Applikation des Chiptragervcr- 
bunds 74 auf dem Wafer 73 - wie beispielsweise bezogen 
auf die Herstellung des einzelnen Chipmoduls 20 in Fig. 7 
dargestellt - die Ausbildung von Lufteinschlussen zwischen 
dem Chiptragerverbund und der Oberflache des Wafers 73 65 
zu verhindern, kann der Chiptragerverbund mit in Fig. 15 
nicht naher dargestellten, als Perforationslinien ausgebilde- 
len Teilungslinien versehen sein, die deckungsgleich mit 
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den Teilungslinien 78 des Wafers 73 sind, die einzelnen 
Chiptrager 76 voneinander abteilen und gleichzeitig durch 
die Perforationen ein Entweichen von Luft zur Verhinde- 
rung der vorstehend erwahnten Lufteinschliisse ermbgli- 
chen. 

Zur Ermoglichung einer korrekten Relativpositionierung 
des Chiptragerverbunds 74 zum Wafer 73 mit entsprechen- 
den, in Fig. 15 dargestellten Uberdeckungslagen zwischen 
den einzelnen Chiptragern 76 und den Chips 75, die eine 
Kontaktierung zwischen den Chipkontaktbereichen 81 an 
den Enden von Leiterbahnen 82 von den einzelnen Chiptra- 
gern 76 zugeordneten Leiterbahn strukturen 83 ermoglichen, 
kann der Wafer 73 auf seiner Oberflache mit Positionie- 
rungsstiften 84, 85 versehen sein, die in korrespondierend 
ausgcbildetc, hier nicht naher dargestellte Positionicrungs- 
offnungen in der Tragerschicht 23 des Chiptragerverbunds 
74 eingreifen. Die Positionierungsstifte 84, 85 konnen von 
uberhoht ausgebildeten Bumps im Randbereich des Wafers 
73 unvollstandig ausgebildeter Chips gebildct sein. Wie die 
iibrigen, hier nicht naher dargestellten Bumps der funktions- 
fahigen Chips 75 konnen grundsatzlich die Bumps des Wa- 
fers durch beispielsweise autokatalytische Materialabschei- 
dung odcr eine Tauchbelotung hergestcllt werden. 

In den Fig. 17 bis 20 ist eine von der in den Fig. 2 bis 7 
abweichende Herstellung des Verbundes zwischen einem 
Chip und einem Chiptrager bzw. einem Wafer und einern 
Chiptragerverbund am Bcispiel der Verbindung einer Chip- 
anschluBflache 86 mit einer Leiterbahn 82 eines Chiptragers 
76 dargestellt. Wie nachfolgend erlautert wird, ermoglicht 
der in den Fig. 17 bis 20 dargestellte Vcrbindungsaufbau 
cine besonders kostengiinstige Herstellung von Chipmodu- 
len 77 auf Waferebene (Fig. 15). 

Wie die Draufsicht auf einen ausgeschnittenen Bereich 
des Chiptragers 76 in Fig. 17 in einer Zusammcnschau mit 
der enLsprechenden Seitenansicht in Fig. 18 deutlich macht, 
besteht der Chiptrager 76 im vorliegenden Fall aus der Tra- 
gerschicht 23 mit einer auf deren Unterseite angeordneten 
Lcitcrbahnstruktur 83, von der hier lediglich die cine Leiter- 
bahn 82 dargestellt ist. Die Leiterbahn 82 ist im vorliegen- 
den Fall aus einem Stab lei ter 87 und einem Kreisflachenlei- 
ter 88 zusammengesetzt. Die Leiterbahn 82 ist so auf der 
Unterseite der Tragerschicht 23 angeordnet, daB sich ein 
Chipkontaktbereich 89 des Stableiters 87 und der Kreisfla- 
chenleiter 88 der Leiterbahn 82 unterhalb einer Offnung 90 
bzw. einer Ausnehmung 91 in der Tragerschicht 23 befin- 
den. Die Ausnehmung 91 ist nach untcn durch die Ruckscitc 
des Kreisflachenleiters 88 der Leiterbahn 82 begrenzt. Die 
Offnung 90 in der Tragerschicht 23 reicht bis an die Riick- 
seite des Stab lei ters 87 der Leiterbahn 82 und gibt uberdies 
einen den Chipkontaktbereich 89 des Stableiters 87 umge- 
benden Umgebungs bereich 92 frei, der, wie in Fig. 17 dar- 
gestellt, sich noch iiber die ChipanschluBflache 86 hinaus er- 
streckt. 

Wie Fig. 18 zeigt, ist eine zur Herstellung des Verbunds 
zwischen dem Chiptragerverbund 74 und dem Wafer 73 vor- 
gesehene Kleberschicht 98 so angeordnet, daB eine im we- 
scntlichen mit der Flachc der Offnung 90 dcckungsglcichc 
Verbindungsflache 93 auf der Oberflache des Wafers 73 
bzw. des Chips 75 ausgebildet ist, in deren Innenbereich die 
ChipanschluBflache 86 angeordnet ist. Weiterhin wird aus 
Fig. 18 deutlich, daB zwischen der Oberflache der Chipan- 
schluBflache 86 und der Unterseite des Stableiters 87 der 
Leiterbahn 82 ein Kontaktspalt 94 ausgebildet ist. 

Fig. 19 zeigt die Ausnehmung 91 im Chiptrager 76 des 
Chiptragerverbunds 74 und die im Umgebungsbereich 92 
bis an die Oberflache des Wafers 73 reichende Offnung 90 
des Chiptragers 76 nach Einbringung eines Verbindungsma- 
terials 95. Dabei ist die Offnung 90 im Bereich der Chi pan- 
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schluBflache 86 und des Chipkontaktbereichs 89 der Leiter- 
bahn 82 sowie der Kontaktspalt 94 mit dem Verbindungs- 
material 95 ausgefullt, so daB, wie aus der Schnittdarstel- 
lung in Fig. 20 dcutlich wird, cin aUseitiger EinschluB der 
Leiterbahn 82 im Chipkontaktbereich 89 mit sicherer Ver- 5 
bindung zur ChipanschluBflache 86 die Folge ist. Dieser all- 
seitige EinschluB ist eine Folge des allseitigen Aufwachsens 
des Vcrbindungs materials 95 beim Abscheidevorgang. Hicr- 
aus ergibt sich auch ein Zuwachsen des Kontaktspalts 94. 

Als besonderer Vorteil bei dem in den Fig. 17 bis 20 dar- 10 
gestellten Verbindungsaufbau erweist es sich, daB sowohl 
die Ausnchmung 91 als auch die OfFnung 90 im Chiptrager 
76 in ein und demselben Verfahrensschritt mit Verbindungs- 
material 95 befullt werden konnen, so daB einerseits AuBen- 
kontaktbumps 96 fur die auBere AnschluBflachenanordnung 15 
80 des Chiptragers 76 und andercrscits Inncnvcrbindungcn 
97 zwischen dem Wafer 73 bzw. den durch diesen zusam- 
menhangend ausgebildeten Chips 75 und den Chiptragern 
76 geschaffen werden. 

Die Offnungcn 90 im Chiptragerverbund 74 sind ausrei- 20 
chend groB, so daB die ChipanschluBflachen 86 des Wafers 
73 vor der Einbringung von Verbindungsmaterial 95, die 
beispielsweise durch autokatalytische Abscheidung von 
Nickel oder dcrgleichcn crfolgcn kann, gereinigt und/odcr 
mit einer Beschichtung, beispielsweise Zinkat oder einer 25 
Nickel-Zwischenschicht, versehen werden konnen. 

Die Einbringung des Verbindungsmaterials kann auf be- 
sondcrs vortcilhafte Wcisc durch Eintauchcn des Wafers 73 
oder Hindurchfuhren des Wafers 73 in bzw. durch ein Mate- 
rialbad erfolgen. 30 

Abweichend von der in den Fig. 17 bis 20 dargestellten 
stabtormigen Geometric der Leiterbahn 82 im Bcreich der 
Offnung 90 sind auch andere Leiterbahngeometrien mog- 
lich, die in besonderer Weise das vorbeschriebene Aufwach- 
sen des Verbindungsmaterials beim Abscheidevorgang zur 35 
Ausbildung der Verbindung zwischen dem ChipanschluB 86 
und der Leiterbahn 82 fbrdern und nutzen. So kann die Lei- 
terbahn 82 einen ringformig ausgebildeten Chipkontaktbe- 
reich aufweisen, dessen Innendurchmesser so bemessen ist, 
daB der Vcrbindungsmatcrialaufbau auf der ChipanschluB- 40 
flache 86 in folge des Abscheidevorgangs quasi durch den 
Ring hindurch wachst und so zur Ausbildung der Verbin- 
dung beitragt. Dabei kann der ringformig ausgebildete 
Chipkontaktbereich durch den Rand der OfFnung 90 abge- 
deckt scin oder oftcnlicgen. Insbesonderc bei cinem durch 45 
den Rand der OfFnung 90 in der Tragerschicht 23 abgedeck- 
ten ringformigen Chipkontaktbereich laBt sich eine im we- 
scntlichcn zur Oberflache des Chiptragers 76 bzw. des Chip- 
tragcrvcrbunds 74 bundig ausgebildete Oberflache der In- 
nenverbindung erzielen, ohne daB hierzu besondere MaB- 50 
nahmen notwendig waren. Grundsatzlich kann die OfFnung 
90 grbBcr oder kleincr als die ChipanschluBflache, abcr auch 
gleich groB ausgebildct sein. 

Weitere Moglichkeiten, die Ausbildung der Oberflache 
der Innen verbindung durch die Gestaltung der Leiterbahn 55 
82 in dcrcn Chipkontaktbereich 89 uber die Geomctrie der 
Leiterbahn 82 zu beeinflussen, bestehen darin, die Leiter- 
bahn 82 in diesem Bereich rahmenartig quadratisch, schlitz- 
formig oder auch kreuzartig auszubilden. 

60 

Paten tanspriiche 

1. Chipmodul mit einem Chiptrager und mindestens 
einern Chip, wobei der Chiptrager als Folie ausgebildet 
ist mit einer Tragerschicht aus KunststofF und einer 65 
Leiterbahnstruktur mit Leiterbahnen, und der Chiptra- 
ger unter zwischenliegender Anordnung eines Fiill- 
stofFs mil dem Chip verbunden ist, wobei die Leiter- 
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bahnen auf ihrer Vorderseite mit AnschluBflachen des 
Chips verbunden sind und auf ihrer Ruckseite AuBen- 
kontaktbereiche zur Ausbildung einer flachig verteilten 
AnschluBflachenanordnung zur Verbindung des Chip- 
moduls mit einem elektronischen Bauelement oder ei- 
nem Substrat aufweisen. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Leiterbahnen (28, 82) in einer Ebene auf der 
dem Chip (22, 75) zugewandten Chipkontaktscite (35) 
der Tragerschicht (23) verlaufen, die AuBenkontaktbe- 
reiche (26) durch Ausnehmungen in der Tragerschicht 
(23) gebildet sind, die sich gegen die Ruckseite (27) 
der Leiterbahnen (28, 82) crstrcckcn und die Trager- 
schicht (23) sich uber den Bereich der AnschluBflachen 
(30) des Chips erstreckt. 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nct, daB die Tragerschicht (23) im Bereich der An- 
schluBflachen (30) des Chips geschlossen ist. 

3. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Tragerschicht (23) in einem Uberdek- 
kungsbereich mit den AnschluBflachen (30) des Chips 
(75) OfTnungen (90) aufweist, die sich gegen die Ruck- 
seite (27) der Leiterbahnen (82) erstrecken und zur 
Aufnahme von die Leiterbahnen mit den zugeordneten 
AnschluBflachen clcktrisch verbindendem Verbin- 
dungsmaterial (95) dienen. 

4. Chipmodul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leiterbahnen (82) im Bereich der Offnun- 
gcn so angeordnet sind, daB sic die AnschluBflachen 
(30) des Chips (75) nur bereichsweise mit einem Chip- 
kontaktbereich (89) uberdecken oder benachbart zu 
den AnschluBflachen (30) angeordnet sind. 

5. Chipmodul nach cinem oder mehrercn der Anspru- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB langs der Pe- 
ripherie des Chips (22) verlaufend ein Stiitzrahmen 
vorgesehen ist. 

6. Chipmodul nach cinem oder mehrercn der Ansprii- 
che 1 bis 4, gekennzeichnet durch einen die Seitenfla- 
chen des Chips (22) mit einem die Chipoberflache 
uberragenden Uberstand (49) des Chiptragers (21) ver- 
bindenden VcrguB. 

7. Chipmodul nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
AuBenkontaktbereiche (26) mit Lotmaterial (42) verse- 
hen sind, dessen Schmelzpunkt nicdrigcr ist als die zur 
thermischen Verbindung zwischen den Kontaktfla- 
chenmetallisierungen (33) des ('hips (22) und den Lei- 
terbahnen (28) des Chiptragers (21) notwendige Tem- 
peratur. 

8. rvtodulverbund mit cinem Chiptragerverbund und 
einem Chipverbund, insbesondere einem Wafer, mit ei- 
ner Vielzahl zusammenhangend ausgebildeter Chip- 
module insbesonderc nach einem oder mehrercn der 
Anspriichc 1 bis 6. 

9. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach 
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7, gekenn- 
zeichnet durch die Vcrfahrensschrittc: 

- Auftragen eines flieBfahigen Fullmateriais (37) 
auf die Chipoberflache oder die Chipkontaktseite 
(35) des Chiptragers (21); 

- einander Andriicken einer Chipkontaktseite 
(35) des Chiptragers (21) und der Chipoberflache 
und Kontaktierung der Leiterbahnen (28) des 
Chiptragers (21) mil den zugeordneten Kontakt- 
metallisierungen (33) des Chips (22) durch eine 
ruckwartige Energiebeaufschlagung der Leiter- 
bahnen (28) unter Zwischenlage der Tragerschicht 
(23) bei gleichzeiliger Verdrangung des Fullmate- 
riais (37). 
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10. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach 
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7, gekenn- 
zeichnet durch die Verfahrensschritte: 

- Bcrcitstellung cincs Chiptragcrs, dcr auf dcr 
dcm Chip (22) zugcwandtcn Chipkontaktseite 5 
(35) mit einer Kleberschicht versehen ist; 

- einander Andrucken der Chipkontaktseite (35) 
des Chiptragers (21) und der Chi poberfl ache und 
Kontaktiemng der Lciterbahncn (28) des Chiptra- 
gers (21) mit den zugeordneten Kontaktmetalli- io 
sierungen (33) des Chips (22) durch eine riickwar- 
lige Energiebeaufschlagung der Leiterbahnen (28) 
untcr Zwischcnlagc dcr Tragcrschicht (23) bci 
gieichzei tiger Verdrangung des Klebermaterials 
(37). 15 

11. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach 
einern oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7, gekenn- 
zeichnet durch die Verfahrensschritte: 

- Herstellung eines Modulverbunds (72) mit ei- 
nem Chiptragerverbund (74) und einem Chipver- 20 
bund (73) nach Anspruch 8; 

- Herstellung einer Mehrzahl einzelner Chipmo- 
duie (77) durch Vereinzelung von Einheiten aus 
mindestens einem Chip (75) und einem damit 
kontaktierten Chiptrager (76) aus dem Modulver- 25 
bund (73). 

12. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet 
durch die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

- Bcrcitstellung cincs Wafers (73), dcr auf den 30 
AnschluBflachen (86) mit erhohten Kontaktmetal- 
lisierungen versehen ist, und eines Chiptragerver- 
bunds (74) mit einer Vielzahl von auf einer ge- 
mcinsamen Tragcrschicht (23) angeordnctcn Lei- 
terbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen (82); 35 

- Auftragen eine flieBfahigen Fullmaterials (37) 
auf die Kontaktflache des Wafers oder die Chip- 
kontaktseite des Chiptragerverbunds; 

- Rclativpositionicrung des Wafers und des 
Chiptragerverbunds, derart, daB sich eine t'Jber- 40 
deckungslage zwischen den Kontaktmetallisie- 
rungen des Wafers und Kontaktbereichen (89) der 
zugeordneten Leiterbahnen (82) dcr Lciterbahn- 
strukturen einstellt; 

- Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 45 
schen dem Wafer und dem Chiptragerverbund und 
Kontakticrung dcr Kontaktmctallisicrungen des 
Wafers mit den zugeordneten Leiterbahnen des 
Chiptragerverbunds. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet 50 
durch die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

- Bereitstellung eines Wafers (73), der auf den 
AnschluBflachen (86) mit erhohten Kontaktmetal- 
lisierungen versehen ist, und eines Chiptragcrver- 55 
bunds (74) mit einer Vielzahl von auf einer ge- 
meinsamen Tragerschicht (23) angeordneten Lei- 
terbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen (82) und 
einer Kleberschicht (37) auf dcr Chipkontaktseite 
dcr Tragcrschicht (23); 60 

- Relativpositionierung des Wafers (73) und des 
Chiptragerverbunds (74), derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den Kontaktmetalli- 
sicrungen des Wafers und Kontaktbereichen (89) 
der zugeordneten Leiterbahnen (82) der Leiter- 65 
bahnstrukturen einstellt; 

- Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
schen dcm Wafer (73) und dcm Chiptragerver- 



bund (74) und Kontaktiemng der Kontaktmetalli- 
sierungen des Wafers mit den zugeordneten Lei- 
terbahnen des Chiptragerverbunds. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontakticrung dcr Kontaktmc- 
tallisierungen mit den Leiterbahnen (82) durch die Tra- 
gerschicht (23) des Chiptragerverbunds (74) erfolgt. 

15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB als Hilfs- 
mittel zur Relativpositionierung des Wafers (73) ge- 
geniiber dem Chiptragerverbund (74) der Wafer mit 
mindestens zwei Positionierungsstiften (84, 85) verse- 
hen ist, die in korrcspondicrend ausgcbildetc Positio- 
nierungsoffnungen in der Tragerschicht des Chiptra- 
gerverbunds (74) eingreifen. 

16. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet 
durch die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

- Bereitstellung eines Wafers (73) und eines 
Chiptragerverbunds (74) mit einer Vielzahl auf ei- 
ner geineinsamen Tragerschicht (23) angeordne- 
ter Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen 
(82), wobei die Tragerschicht (23) die Riickseite 
des Chipkontaktbereichs (89) der Leiterbahnen 
(82) freigebende Offnungen aufweist; 

- Auftragen eines flieBfahigen Fullmaterials (37) 
auf die Kontaktoberflache des Wafers (73) oder 
die Chipkontaktseite des Chiptragerverbunds 
(74), derart, daB die AnschuBflachen (86) des Wa- 
fers bzw. die Offnungen (90) dcr Tragcrschicht 
(23) frei bleiben; 

- Relativpositionierung des Wafers (73) und des 
Chiptragerverbunds (74), derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den AnschluBfla- 
chen des Wafers und den Offnungen in der Trager- 
schicht des Chiptragerverbunds einstellt; 

- Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
schen dcm Wafer (73) und dcm Chiptragerver- 
bund (74) und Kontakticrung dcr AnschluBfla- 
chen des Wafers mit den Chipkontaktbereichen 
der zugeordneten Leiterbahnen durch Einbrin- 
gung von Verbindungsmaterial (95) in die Offnun- 
gen (90) dcr Tragcrschicht (23) des Chiptrager- 
verbunds. 

17. Verfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet 
durch die folgenden Verfahrensschritte zur Herstellung 
des Modulverbunds (72): 

- Bereitstellung eines Wafers (73) und eines 
Chiptragerverbunds (74) mit einer Vielzahl auf ei- 
ner geineinsamen Tragerschicht (23) angeordne- 
ter Leiterbahnstrukturen (83) mit Leiterbahnen 
(82), wobei die Tragerschicht (23) auf ihrer Chip- 
kontaktseite mit einer Kleberschicht (37) verse- 
hen ist und die Riickseite des Chipkontaktbereichs 
(89) der Leiterbahnen (82) freigebende Offnun- 
gen aufweist; 

- Relativpositionierung des Wafers (73) und des 
Chiptragerverbunds (74), derart, daB sich eine 
Uberdeckungslage zwischen den AnschluBfla- 
chen des Wafers und den Offnungen (90) in dcr 
Tragerschicht (23) des Chiptragerverbunds (74) 
einstellt; 

- Herstellung einer flachigen Verbindung zwi- 
schen dcm Wafer (73) und dcm Chiptragerver- 
bund (74) und Kontaktiemng der AnschluBfla- 
chen des Wafers mit den Chipkontaktbereichen 
der zugeordneten Leiterbahnen durch Einbrin- 
gung von Verbindungsmaterial (95) in die Offnun- 
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gen (90) der Tragerschicht (23) des Chiptrager- 
verbunds. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontaktierung durch cine Ab- 
scheidung von Vcrbindungsmaterial (95) in den Off- 5 
nungen (90) der Tragerschicht (23) erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, die Kontaklierung durch sLromlose Abschei- 
dung von Vcrbindungsmaterial in cinem Matcrialbad 
erfolgt. 10 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Materialbad ein Nickelbad verwendet 
wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontaktierung durch Einbrin- 15 
gung von Lotmaterial in die Offnungen (90) der Tra- 
gerschicht (23) erfolgt. 

22. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontaktierung durch Einbrin- 
gung von leitfahigem Kleber in die Offnungen (90) der 10 
Tragerschicht (23) erfolgt. 

23. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB gleichzei- 
tig mit der Einbringung von Verbindungsmaterial (95) 

in die Offnungen (90) der Tragerschicht (23) eine Ein- 25 
bringung von Verbindungsmaterial in die Ausnehmun- 
gen (91) der Tragerschicht erfolgt. 

24. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Wafer (73) auf seiner Ruckscitc mit eincr Dcckschicht 30 
versehen wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Erzeugung der Deckschicht ein Ep- 
oxyd-Matcrial auf die Ruckscitc des Wafers (73) auf- 
gebracht wird. ■ 35 

26. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Erzeugung der Deckschicht eine Fo- 
lic auf der Ruckseite des Wafers (73) aufgebracht wird. 

27. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 1 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daB die Verein- 40 
zelung von Chipmodulen (77) aus dem Modulverbund 
(72) durch Trennung aneinander angrenzender Chip- 
module langs definicrter Trennlinicn (78) erfolgt. 

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Trennung mittels Sagen erfolgt. 45 

29. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 11 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daB vor der 
Verein zelung iiber die Leiterbahnstruktur (83) des 
Chiptragerverbunds (74) eine elektrische Uberprufung 
des Wafers (73) erfolgt. 50 

30. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB vor der Vereinzelung von Chipmo- 
dulen (77) aus dem Modulverbund (72) die Einbrin- 
gung von Lotmaterial (95) in die Ausnehmungen (91) 

in der Tragerschicht (23) des Chiptragerverbunds (74) 55 
erfolgt. 

31. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein 
zur Verbindung des Chiptragers (21) bzw. des Chiptra- 
gerverbunds (74) mit der Chi poberfi ache bzw. der Waf- 60 
eroberflache notwendiger Verbindungsdruck mittels 
Vakuum erzeugt wird. 

32. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
AuBenkontaktbereiche (26, 91) und/oder die Offnun- 65 
gen (90) in einem Schablonenauftrags verfahren mit 
Lotmaterial (42, 95) versehen werden, wobei die Tra- 
gerschicht in einem nachfolgcnden Umschmclzvcrfah- 
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ren zur Erzeugung von Lotmaterialdepots (29) als Lot- 
stopmaske dient. 

33. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
AuBenkontaktbereiche (26, 91) in einem Bestiickungs- 
verfahren mit Lotmaterialformstiicken (57) versehen 
werden. 

34. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Verbindung zwischen den Kontaktmetallisierungen 
(33) des Chips (22) bzw. des Wafers (73) und den Lei- 
terbahnen (28, 82) des Chiptragers (21) bzw. des Chip- 
tragerverbunds (74) mit einem Lotvcrfahrcn erfolgt. 

35. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 1 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 
dung zwischen den Kontaktmetallisierungen (33) des 
Chips (22) bzw. des Wafers (73) und den Leiterbahnen 
(28, 82) des Chiptragers (21) bzw. des Chiptragerver- 
bunds (74) mit einem Thermokompressions verfahren 
erfolgt. 

36. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 1 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 
dung zwischen den Kontaktmetallisierungen (33) des 
Chips (22) bzw. des Wafers (73) und den Leiterbahnen 
(28, 82) des Chiptragers (21) bzw. des Chiptragerver- 
bunds (74) mit einem Ultraschallverfahren erfolgt. 
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